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moduln kinnen entsprechend des Speichervolumens iber Frogram-
miereinrichtungen auf den Steckelnheiten (Wickelbriicken oder
Schalter) zusammenhidngende AdreSbereiche zugeordnet werden,
wobei die Speicheranfangsadressen genzzahlige Vielfgche von

4K bilden. Demit ist es mdglich, geschlossene Speicherfelder
gu erzielen und sie den Erfordernissen der Programmsysteme
enzupassen. Adressen dilrfen dabei nicht mehrfach belegt werdens,
Dag ist im AdreBbereich von @@@@ bis JFFF besonders su beach-
ten, Dann sind dlese Adressen auf den ZRE-Steckeinheiten

K 2521 +.» K 2524 einem 4K-Speicher fest zugeordnet.

- Signalbelaa%:
Alle von den Speichersteckeinheiten empfengenen Signale
(AdreB- und Steuerbits, Dateneingang) werden mit
max, 0,25 mA belastet.

Der Datenausgeng ist mit 15 TTL-Lesteinheiten (24 mA) be=

lastbar.

Die Open-Kollektor-Ausginge der Steckeinheiten treiben maz.

10 TTL-Lasteinheiten (16 mA), wobei sich im Lastkreis auBer-
halb der Steckeinheit jeweils mindestens ein Lastwiderstand

befinden muB.

Von Speichermoduln empfangene Signales

Die Speichersteckeinheiten werden ein- und ausgengsseltig auf Adresse = 16 Bit, ABO ... AB15
dem BUS parallel geschaltet, Damit ergibt sich ein steckplatz= Die niederwertigen Bits ab ABJ dienen der inter=
unabhéingiger Einsatz der Speichersteckeinheiten, nen AdreBentschliisselung in den Speicherchips,

nachfolgende Bits entschliisseln AdreSgruppen
ille die Speicher berilbrenden AdreS-, Deten— und Steuerleil- auf den Steckeinheiten wnd dis h¥chstwertigen
tungen des Busses sind durch Pufferschaltkreise mit Low-Fower- Bits wihlen die gewlinschte Steckeinheit sus,
Schattky-Bingtngen von den Steuer= und Speicharachaltkreia:n i LIGERE gads e e
entkoppelt. Die Pufferschaltkreise der Datenleltungen arbelten SRR e S R R
bidirektional und besitzen einen "Tri-state"-Zustend, Die auf

bidirektionalem Datenbus,
den Speichersteckeinheiten erzeugten Steuersignals wardsn ithsr 5
Open=Kollektor-Baustufen ausgesendet. MREQ - Speicheranforderungssignal, wirkt funktionell
Zur Geschwindigkeitssynchronisierung zwischen Prozessor und als Taktsignal flir Speicher.
Speicher sind die Speichersteckeinheiten mit einer “WAITJ ::::::::Z. zeitbestimmend , CE-Einglinge der Spei-
Steuerng" ausgeriistet, = IR o i (o ol
Ein Quittierungssignal "RDY" wird ausgesendet, wenn eine aus- S e e TN Y s R
gewihlte Steckeinheit einen gliltigen Lese- oder Schreibaufruf g R L i : -
erhilt und ein Datenaustausch vorgenommen wird, PR=0a8 p er deren Eingang /WE.

A RD ~ Befehlssignal "Speicher lesen™

Bestimmt die Wirkungsrichtung der bidirektiona-
1.3. len Datenpuffer.
Iﬂ_s;hluﬁhedingﬁngen der Speichermoduln MEMDT, - Spaichersperrsignal

%E' Es ist Uber Wickelbriicken oder Schalter wahl=

Low-Potential: Einginge - 1,0 «+.+0,85 V
Ausginge (o} eset+0,45 V
High-Potential: Bingtnge + 2,0 sae+ 5,5V
Ausginge + 2,4 eeot+ 5,5 ¥

= Signalpegel: weilse vom Systembus X1:B09 oder Koppelbus

X2:A21 (MEMDI1) bew. X2:B21 (MEMDIZ2) zu empfangexf.

1.12.517011.0/61 5 1.12.517011.0/61
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Bedeutung der diesheziiglichen Wickelbriicken
bzw, Schalter in der Reihenfolge:

1 geschlossen - MEMDI iiber X1:B09 empfangen

2 geschlossen - MEMDI1 {iber X2:A21 empfengen

3 geschlossen - MEMDIZ iiber X2:B21 empfangen
Das Sperrsignal eshaltet die Ausgengspuffer zum
Datenbus in den "Tri=stete"-Zustand und sperrt
die 'EE;EingEnge der Speicher, Dadurch k¥nnen
externe Gerdte auf dem Bus verkehren, otne dis
Speicher zu beeinfluseen. Dariiber hinsus wird
eine zusdtzliche Steuerung der Speicher in Ab
hingigkeit von AdreBbereichen bzw, Zusitzlichen
Adrefbite mdglich,

Betriebsarten:

= Normalkonfiguration bei mex. Speicherkapazitidt
bis 64K Byte:
Brilcke MEMDI geschlossen, MEMDI1 und MEMDIZ2
offen

- AdreBerweiterung unter Benutzung des Sperr-
gsignales
Briicke MEMDI offen, MEMDI1 oder MEMDIZ je
nach gewlinschter Programmisrung der STE ze=
schlossen.
Zusatzverdrahtung auf Koppelbus und Zusetz=
elektronik erforderlich.

RFSH = Steuersignal fir das Auffrischen dyn. RAM=Spei-
cher

TAKT, - Systemtakt und Kennzeichen "Befehlslesezyklus":

i Zur Ausldsung eines "WAIT"-3yklus wEhrend des

Befehlslesezyklus (M1=Zyklus) erforderlich.

= Von Speichermoduln geucrirerts S;gpales

Daten - 8 Bit, DBO ... DBT
Aus Speicher gelesene Daten bei RD und WR auf
hidirektionalem Datenbus,

. 1.12.517011.0/61

WAIT =~ Signal lbet "WAIT"-Zyklue im Proszessor auge
Dies wird erforderlich, wenn die Zykluszeit des
Speichers grifer ale dis Zeitdausr des Befehlege
lesezyklus ist.

= "WAIT"-Zyklus wird unterdriickt, wenn diesbeszlig=
liche Auswahleinrichtung .. auf der BLP gebriick®
ist. Ein "WAIT"-Zyklus kann in Abhingigkeit von
einer weiteren Auswahleinrichtung auf der BLP
wahlweise wihrend eines Befehlslesezyklus
durch das Signal M 1 oder wihrend eines Jeden
Speicherzyklus durch dss Sigunsl MREQ {(OPS K
3520, OFS K 3620) oder nur wihrend eines Be=

fehlslesezyklus (PFS K 3820) akftiviert werden.
RDY - Quittierungssignal. Wird ausgesendet, wenn suf

betreffender Speichersteckeinlizit eine adres-
sierte Speicherzelle hardwaremEfig vorhenden
ipt und zum Datenausteusch zur Verfligung steht.

- Ansteuerbedingungen:

Die dyn. Kennwerte der Speichermoduln sind auf dag Signale
spiel des gemeinsamen Bussystems des MR ¥ 1520 abgesgbimmts
Folgende allgemsine Bedingungen sind zu gswihrleistens

Die Adresse muf mindestens 530 ns am’ Bus gtabil anliegen.
MREQ erscheint 140 bis 240 ns nach Anlegean der gliltigen
Adresse und bleibt bis AdreBwechsel akiiv, Es mu debei
mindestens 300 ns vor Schreibimpulsende WR giiltig sein und
bis zu dessen Ende anliegen, wenn der Speicher beschrieben
wird,

Der Schreibimpuls WR selbst mus spd testens 300 ns vor dem
folgenden AdreBwechsel anliegen und bis zum Adrefwechsel
glltig sein. Beim Lesen erscheint RD gpdtestens 170 ns nech
Adrefwechsel und bleibt mindestens bis Ends MREQ aktiv,

M1 wird wie die Adresse geschaltet.

Zu schreibende Deten milssen mindestens 300 ns vor Abschalten
von WR tis zum Abschelten von WR anliegen.

Gelesene Daten sind spitestens 450 ns nach AdreBwechsel giil=
tig. Die Ubernahme in Nachfolgeregister erfolgt kurs vor
der Abschaltflenke von MREQ,

1.12.517011.0/61
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2,

Operativepeicher OPS K 3520

2+t
Kurzcharakteristik

Der Schreib-Lese-Speicher (Operastivspeicher) OPS K 3520
dient sur Speicherung sller variablen Daten wihrend des Pro-—
grammeblaufs im Mikrorecimer K 3520,

Er wird durch den Steckeinheitentyp 012-7011 mit indirektem
bzw, 012-7016 mit direktem Steckverbinder realisiert und
beinhaltet einen 4K Byte groBen statischen Halbleiterepei-
cher (nMOS-RAM) mit den zur Entkopplung, Auswahl und An-
steuerung erforderlichen bipolaren Scheltkreisen,

2. 2-
Spezifische technische Daten

Speicherkapazitit: 4K Byte
- (Anordnung von 4 x & Speicherchipsa)
Speicherschaltkreistyp: Q240
1K x 1 Bit, nMOS
Zugriffzeit: S 530 ne
Betriebsarten: "Lesen" oder "Schreiben” als

abgeschlossene Zyklen in beliebi-
ger Reihenfolge
Datenerhal t: Information geht bei Abschaltung
der Betriebsspannung verloren,
Ein Daetenerhalt ist mSglich, wenn
im Ruhezustend des Speichers eine
Spennung (Schlafspannung) von
sufen iiber Klemme 5PG zugaflihrt
wird. Diese Spennung muB 2.V sein.
Stromversorgung: 5 =5V + 5 #, typisch 0,6 A
fir Steuerelektronik und Puffer-
schaltkreise

a 1.12.517011.0/61

SPG = 5V + 5 %, typisch 1,1 A
(bei 2 V Schlafspannung etwa
0,6 A) flr Speicherschaltkreise

2 . 3.
Programmierung der Steckeinheit

2.3.1.

Programmierfelder der Steckeinheit

95 -K 3520
Passere -
ggx’f‘.’
470 L 3;31
r30 ° 32
o049
036
62¢
3 49
0-0-Q AT
4 g
Stechverbinaer 1
i o el s s tinine
Abb, !

Die Progremmierfelder bestehen sus Wickelstiftpearen oder
Mikroschaltern. Im ersteren Fall erfolgt die Progremmierung,
indem Wickelstiftpeare in Wickeltechnik miteinender verbunden
werden.

2+3.2.

Adressenzuordnung

Die 16 AdreBsignale werden im Speichermodul wie folgt bewertet:

ABO ... AB9 - interne Chipadressierung
AB10, AB11 ~ Auswahl einer der 4 1K-BlBcke auf der STE

\O

1.12.517011.0/61



4312 .., AB15 - Auswahl der Steckeinheit in Abhingigikeit von Bei Schaltsrbegtiickung entspricht "Briicke™ dem geschlossenen

der Adressenzuordnung der Steckeinheit I Schalter,
Zuordnung dee Adrefbereiches der Steckeinhelt:
Uber 4 Wickelbriicken bzw. 4 Schelter X8:1 oo 4, X931 .o 4 2.3+4.
wird dem Speichermodul ein wdhlberer zusammenhingender AdreS "WAIT"-Generierung
bereich von 4K Adressen zugeordnet, Von den dynamischen Daten der aufgerufenen Speicherschalt-
Dap Programmierfeld erhdlt in bindrer Verschlissalung die . kreise htngt es ab, ob wihrend eines Befehlslesezyklus oder
infengeadresse des gewlinschien AdrefSbereiches. Die Advesmee is% ‘ wihrend eines jeden Speicherzyklus (Befehlszyklus sowie
ain ganzzehliges Vielfaches von 4K. j Schreib-Lese-Zyklus) im K 1520 iiber "HAIT" eine Zeitver-
; lingerung vorgenommen werden muB, oder ob prinzipiell kein
Yodetabelle: i c g 5
e WAIT"<Zyklus erforderlich ist, Durch die konkrete Bestiickung
-Wickelbrlicken g - 5p S
der BLP ist schon vorgegeben, wie die Einstellung erfolgen
4dredbareich X8:4-X9:4| XB8:3-X9:3 | X8:2-X9:2 |XB:1-%9: 1 . - mufl,
7 e T
DO00OFFF X " - % iur :en allgemeinen Azwendungsfall kann die Einstellung wie
10001 FFR L i E Sl olgt vorgenommen werdens
2000--2FFF - - Briicke - Generierung von "WAIT": Briicke
3000-3FFF - = Briicks Brijoks X10:3 = X335:3 offen
A000=4FFP - Briicke =, B | Unterdriickung der "WAIT"-Bildungs
" o . 4 s . ' Brilcke X10:3 -
* » o - o o X11:3 geschlossen
. o s ° A . nWAIT"=Generierung erfolgt nur widhrend eines Befehlszyklus
FOOO-FFFF Briicke Briicke Briicke Briicks (M3 )2
Brilcke X31:3X32
Bel Schalterbestiickung entspricht "Brilcke" dem geschlossenen geschlossen
Schalter. WWAIT"-Generierung erfolgt wihrend einees jeden Spelcher-—
zyklus:
Briicke X30:X31
2:3.30 geschlossen
Auswahl des Speichersperrsignals MEMDI i 2.3.5
‘ Betriebsspannungszufithrung 5PG
Im Speichermodul Wickelbrilcken g
wirksame Signals Z6:1-XT7:1 XG:E-X?:ET_IGsB-XT:B_—mm* Normalerweise werden die RAM-Speicherbausteine itber den Be=
ieb hluB 5PG . In Sonderf#ll ai
MEMDI (X1:B09) Brilckea I i trie ﬁ?pannungsansc u .5P versorgt onder en,; wo ]
MEMDI1 (X2:421) Brilck Anschliisse 5PG euf dem Bus nicht belegt sind, kann 5PG steck-
E ] 2 o 7 einheitenseitig durch die Brifckung der Wickelstifte X10:2-
MEMDIZ (X2:B21) - a Briicks
X11:2 mit 5PG verbunden werden.

11 1.12.517011.0/61
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2.4.
Funktiongbeschreibung

2:441,
Verwendung szweck

Die Steckeinheit beinhaltet die Punktionsgruppen Sﬁeioher-
Matrix, Ein- und Ausgsbepuffer und Auswahl- und Steverelek-
tronik., Die Wirkungsweise der Schaltung ist im Blockschalt-
bild Abb. IX/2 dergelegt.

Die Speichermatriz bssteht aus 4 Gruppen zu je 8 Speicher-
chips Q240. Jedes Chip enthslt 1K Bit, Eine Gruppe von 8 Chips
bildet einen Speichertersich von 1X Byte., Jede der 4 vorhen-
denen Chipgruppen wird durch ein gesondertesfaﬁ—signel ohti-
viert,

S
wE

Alle 10 gleichnemigen AdreBeinginge und der Dteuereingerg
(Schreib~Lese~Steuerung) der Speicherchips sind mitsinander
verbunden und werden von den entsprechenden Dussignalen {iber
Schottky=TTL~-Pufferschaltkreise SE17 ;cuspeiet,

Bei den Detenein- und Ausgengsleitungen sind jeweils die glei-
chen Bits der 4 Chipgruppen perallzlgeschrltet und mit bidi-
rektionsl arteitenden Detenpufferschaltkreisen 5516 verbunden,
die die Verbindung mit dem Systembus herstellen. Befindet sich
die Steckeinheit im Ruhezustend, sind die Detenpuffer hoch-
ohmig und heeinflussen das Interfrcespiel auf dem Systembus
nichte

Die ebenfalls iiber SE12 verstirkten Adrefsignele AB10 und AE11
werden im 1 aus 8-Dekoder-Baustein SB05 umkodiert und ektivie-
ren eing der 4 Speicheransteuersignale _EE, wenn gleichzeitig
dae Anforderungssignal MREQ anliegt, des Speichersperrsignsl
MEMDI nicht aktiv ist (, MEMDI), kein Refresh-Zyklus vorliegt

( 'RFSH) und die Steckeinheit durch die gepufferten Adrefsignale

12 1.12,517011.0/61

AB12 bis AB15 entsprechend der Adressenzmordnung susgewshlt
wurde,

Der Exklusiv-Oder-Baustein P3S86 iibernimmt die Adressenum-
schliisselung in Abhingigkeit vom Programmierfeld ¥8-¥9, Ein
geschlossener Schalter bzw. gebriicktes Wickelstiftpaar ergibt
ein Nulleignal em zugehSrigen Exklusiv-Oder-fingang. Diess
Null bewirkt eine unnegierte Weiterleitung des zugeordneten
Adrefbits zur Auswerteschaltung, Bei High-Signal erfolgt eine
Negation des AdreBbitpotentizls. Nur bei einer bestimmten Ware
tigkeit der Adrefbits AB12 bis 4B15 bezliglich der Belegung der
Wickelbriicken wird die Steckeinheit angesgprochen. In diesem
Falle sind alle 4 Einginge der Auswerteschal tung auf "High'=
Potential,

Wird ein 5§—Signal freigegeben, werden ebenfelle die Daten-
puffer zum Datenaustausch aktiviert, wobei RD die Wirkungs=-
richtung vorgibt, wird das Kernungssignal RDY erzeugt und

die Blockierung des "WAIT"_Bildungs-Netzwerks aufgehoben, so=-
fern die Auswahlbrlicke X10:3-X11:3 nicht gesetzt ist. So kann

ein "WAIT"=-Zyklus eingeschoben werden,

WAIT wird von einer Schiebekette aus 2 D-Flip-Flops abgelei-
tet, die mit dem BUS-Signal M1 oder MRE Q und dem Systemtakt
TAKT gesteuert wird. Durch Einsatz von Open-Kollektor=Bau=-
stufen fiir QAIT und RDY wird durch ausgangsseitiges Zusammen-
schalten auf dem Systembus eine "Oder"-Funktion realisiert.
Zur Durchachaltung der Prioritdtenkette auf dem Bue des
K 1520 werden die Klemmen , IEI, , IEO, ,L IEI1, -ZEO1 und 'BAI,
BAO auf der Steckeinheit jeweils miteinender gebrilckt.,

Un bei sllgemeiner Netzausschaltung am Mikrorechner K 1520
einen Datenerhalt der Speicherschaltkreise durch externe
Stlitzung der Betrisbsspannung zu ermSglichen, ist die Strom=
versorgung der Steckeinheit in zwei Kreise aufgeteilt. tiber
Klemme 5PG werden die Speicherchips gespeist. Ein Datenerhalt
ist gesichert, wenn die Spannung 5PG im Ruhezustand des Spei-
chers guf eine Schlefspannung von minimal 2 V abgesenkt wird.

13 1.12.517011.0/€1



Dabei kann die 5P flir die Puffer-, Auswaehl- und Steuerschal t-
kreise abgeschaltet werden, Demit im Zu=- und Abschaltvorgeng AB0... ABG
der Spannung 5P keine undefinierten Ansteuerbedingungen am Adresse AB 70, AB77
Speicher wirksem werden ktnnen, die zum Datenverlust fiikwren, ABO... 75 ffﬁgd)yS'_. ¥
werden (B=-Signele konjunktiv mit einem internen Speichersperr- SR Aa’;%r JWR
pignel verkniipft. Dieses Sperrsignal, gebildet in siner Kom- oD ;;?5’56 P
_ paratorschaltung, wird Null, sobeld die Betriebespannung 5P — = %ﬁ%& sehalhmg %%%gg};ﬂ
dia untere Toleranzgrense unterschreitet, Damit ist sicher- /MREG yerrsig i
gestellt, daB der Treiber PS26 in diesem Fall kein skiivie- SRFSH Block-
rendes Ansteusrsignel fiir die Speicher aussenden kanu. ‘= auswan
4x7k Byfe
{iber den mit der Spemnung S5PGI verbundenen Arbeitswiderstin- g%_%wﬁ/— (4 <8 Chip)
den der Opsn-Kollektor-Treiberbsustufen wird such im Schlaf- /MEMD!Qﬂg ﬁg% \
— ——0
sustand der erforderliche “High"-Pegel em CB-Eingang der /MEMDIT
Spaicherchips aufrechterhalten. /MEMD"_I)—
Zur Abblockung von kurz- und langseitigen Stbrungen auf den >
Betriebsspannungen 5P und 5P¢ sind (in der Leitungsfilhrung M1 A’jﬁm 1
verteilt) Stiitz- und Sieb-Kondensatoren angeordnet, ’ Rﬁﬁf‘" bl
e VRESH A Datenpuffer
e} Frogrammicriz
d‘."g-/i‘ rea‘?srs#
DParen
bt i
F—‘*ﬁ““—*‘ DBO...7
: : : MiMREAD) /RDY
AIT- ' -
L : TAKT Bf%ung ;WA"T
il
.‘I JIE
W| /IEQ
i
J /BAI

t

SIFOT

| Abb, 2 Blockschaltbild K 3520

i 15
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3.
Programmierbarar Festwertspeicher PFS K 3820

3%
Kurzcharakterietik

Der programmlerbare Fesiwertspsicher dient dsr Speicherung
von Festdaten fiir nichivariesble Programma u.d. innerhalb
des Helbleiterspeichers K 1520,

Er wird durch dan Steckeinheitentyp 012=7T041 mit indirekfem
bawe 012=T046 mit direktem Steckverbinder reaslisiert und
beinhaltet ednen 16K Byts zroBsn programmierteren Festwart-
gpelcher (BPROM=Speicher) mit dem sur Entkopplung, Auswahl
und Ansisueurung serfordsrlichen bipelaren Schaltkrsismen,

Die EPROM=Schaltkraise sind Uber 24polige DIL=Stackfassungen
guf der Steckeinheit kontakilert. Das Beschreiben dsr EPRCM-
Scheltkreise arfolgt suferhalb der Steckeinhelt sauf sinem
EPROM-Progremmiergarit. Eine Anderung der BiM-Leseinformation
iet jederweit durcih dustausch oder Umprogremmlerung dar
EPROM-Schaltkreliss miglich.

Jo2e
Spezifische technische Daten

Speicherkapazritits 16K Byte
{4nordnung von 16 Spsicherchips)
Speicherschaltkreistyps Q260
1K 2 8 Bit nMCS
Zugriffezelt: £ 530 ns
Betrisbsartens "Lesen™ als abgeschlossener Iyklusa

(Programmieren oder Loschen der
Speicherbausteine ist nur extern
mit Programmisrgerit m8glich).

Datenerhalt: Energileunabhingige Speicherung
von Festdaten

16 1.12:.517011.0/61

Stromversorgung : 52 = 5V 4+ 5%, typ. 0,9 A
BN = -5V + 5%, typ. 0,5 4
12P = 12 V £ 5 %, typ. 0,9 A

Es ist dafilr zu sorgen, daef die
Spannung 5N nicht apiter als 10 me
nach Zuschaltung von 5% bazw, 12P
lhren Nennwert errelcht und hBch-
atens 10 ms vor Wegfell dex 6P
bzw. 12P abagchel te s

3630
Programmierung der Steckeinheit

3.3.1.

Programmierfelder der Steckeinheild

PRS-K3820.
~Bestickurgsserte -

o7
o0

o= ¥ 7
5316

e

Die Programmie#felder bestehen aus Wickelstiftpasren oder
Mikroschaltern. Im ersteren Fall erfolgt die Programmicrung,
indem Wickelstiftpaare nach der Wickeltechnik miteinander
verbunden werden.

17 1.12.517011.0/61 -



3-i 3‘ 20
Adre ssenzuordnung

Dis 16 AdreBeignale werden im Speichermodul wie folgt hewertets

ABO ... AB9 - interne Chipadressierung

AB12 +ss AB15 .~ Umkodierung in Abhdngigkeit von der im
Programmlerfeld X8-X9 fixierten Adresse.
Die im Speicher wirksame Adresse AR12K ,,..
AB15K ergibt sich sus der stellenrichtizen
Subtraktion der in X8-X9 eingegebenen Steck.
einheitenadresse von der angelegten Adresse
AB12 ... AB15.

AB10, AB11, = Auswehl einer der 16 1K Byte-Bldcke der STH
A

AB12K, ABVIE (Chipauswahl)

AB14K, AB15K - Auswahl der Steckeinheit, wenn belde Signale

Nullpotential besitzen.

Zuordaung des AdreBbereichs der Steckeinheit:

Ubar 4 Wickelbrlicken bzw. 4 Schalter X8:1 ... 4, X9:1 ... 4
wird dem Speichermodul ein wdhlberer zusammenhingender Adrai-
bereich von 16K Adressen zugeordnet.

Das Progremmierfeld erhdlt in binérer Verschlisselung die
Anfangesadresse des gewlinschten AdreBbersiches.

Dieme Adresse 1lst ein ganzzehliges Vielfaches von 4K.

Kodetabelle:

Wickelbriicken
AdreBbereich X834-X9:4 |X8:3-X9:3 | X8:2-X9:2 | X8:1-X9:1
0000=-3FFF - - ~ =
1000=4 FFF - - - Briicke
2000=5FFF - - Briicke -
3000=6EFFF - - Briicke Briicke
1000-TFFF - Briicke - -
. = : : . v
0 000=FFFF “ﬁrUCke _ “Br@qgfh = Lo

18 1.12.517011.0/61

|
|

Bei Schalterbestiickung entspricht "Briicke" dem geschlossenen
Schalter.

Plazierung der ROM=-Elemente auf der Steckeinhelt

Die programmierten ROM=Elemente werden iiber DIL-Steckfassungen
auf der Stackeinhelt kontektilert.

Die sinzslnen Steckplétzs reprisentiersn die im folgenden
Schema dargestellten relativen AdreBbereich der Steckeinheld
(bezogen euf die programmierte Stecksinheiten-Anfangsedresse).

\'I 000 - 33 FF l 3400 '37FFJ 3800 - 38FF | 3c00 - 35FF
| 4
I oo - 23e¢ | 2000 -20¢ | 2800 - 2867 2FFF

i | . |

| dwoo - 7 | oo -ae | w0 - 1 1

|

P 4

I teckverbinder 42 [

0000 - 03FF 0700 - OTFF 0800 - 0BFF oce) - OFFFJ

Abb, 4

30304e

Juewabl dos Speichersperrsignels MEMDI

Im Speichermodul wirke Wickelbrlicken

same Sperrsignal | X6:1-X741 | X6:2-XT32 | X653-X7:3
; R

MEMDI (X1:B09) EBrUcka - -

MEMDI1 (X2:A21) |- | Brilcke -

MEMDI2 (X2:B21) - [ = Briicke

19 1.12,517011.0/61



Bei Schalterbestiickung entspricht "Briicke™ dem geschlossenen
Schalter.

3e3. 5.
HWAIT"-Generierung

Von den dynemischen Daten der eufgerufenen Speicherschaltireise
hdngt es ab, ob wihrend des Befehlszyklus im K 1520 eine Zeite
verlingerung libsr "WAIT" vorgenommen werden muli.

Durch dis konkrets Bestlickung der Stecksinhelt ist bereits
vorgegeben, wie die Einstellung erfolgen muB.

Fir den allgemeinen inwendungefell kaenn die Einstellung wis
folgt vorgenommen werdens:

Generierung von "WAIT" im M1=-Zyklus: Briicke X10-X11 offen
Unterdriickung der "WAIT"-Bildung: Briicke X10-X11 geschlossen.

3eda
Funktionsbeschreibung

Jodela

Verwendungszweck

Der PPS K 3820 wird im Mikrorechner K 1520 als progremmier—
barer Featwertspeicher (Nur~Lese=Speicher) eingesetzt und
erhdlt fize Daten oder Programme.

3e4:20
Funktion

Die Steckeinheit beinhaltet die Funktionsgruppen Speicher=—
matrix. Bin- und Ausgabepuffer und Auswahl- und Steuerelektro-
nik.

Die Wirkungsweise der Schaltung ist im Plockschal tbild

Abb. 5 dargelegts

20 1.12.517011.0/61

Die Speichermatrix besteht aus 16 Bpeicherbausteinen 7260 zu
je 1K Byte & 8 Bit Speicherkapazitédt. Diese Bausteine sind
auswechgelbar auf DIL-Steckfassungen gesetzt,

Alle 10 gleichnamigen AdreSeinginge der Speicherchips sind
miteinander verbunden und werden von den entsprechendsn Bus—
signalen iiber Schottky-TTL-Pufferschaltkreiss SE12 gespeists
Die gleichnemigen Datenausgingse sind ebenfalls parallelge-
schaltet und mit den Datenpufferschaltkreisen 3E16 verbunden,
dig die Lesedaten mit "Tri-State"-Ausgeng an den Systembus
abgaben,

fueswahl und Aufruf der 1K-Speicherbereiche, die durch separate
Speicherbsusteine realisiert werden, erfolgh iter 16 CB-Signa-
leg, die zur "High"-Pegel-Brhthung mit je einem Ziehwiderstand
versehen sind,

Liegt ain Speichersufruf vor, wird tiber ein Netuwerk sus swel
"{ aug B"-Dekoderbau steinen SEO5 einas der  CE-Signale durch
Nullsatzen sktiv, Ein Speicherplatz entsprechend angelegter
Adresse wird gelesen.

Die Umkodderung dar iiber den Bus engelegiten vier hichsien
Adrefhites wird durch einen Adderbeustein PSE3 vorgenommen.
Die Subtraktion: Angelegte Adreasse AB12 ... AB15 minus in
Programnierfeld eingegebene S5VB-infengeadresse (geschlosesner
Schelter = logisch "High"-Potential) wird technisch realisiert,
indem das Zwelerkomplement der Anfangsadresse im Baustein
addiert wirds Als Brgebnis der Cperation entsteht die echte
interne Steckeinhelitenadresss. Dis Adrefbits AB10, AB11 und
die umkodierten Bits AB12K und AB13K werden zur Speicherchip-
Auswahl im Dekoder SEOQS verwendet, wHhrend die umkodierten
iits AB14K und AB15K, wenn sie Nullpotential besitzmen, zusam-
men mit MREQ, RFSH und MEMDI die Dekoder SEO5 freigeben und
damit die Steckeinhelt esuswihlen und sktivieren. Bel program-
mierter Leseoperation werden unter gleichen Bedingungen auch
die Datenpuffer aktiviert, vorausgesetzt, ein "RDY"-Signel
wurds auf Grund giilltiger Leseinformetion gebildet. AuBerdem
wird das "WAIT"-Bildungs-Netzwerk freigegeben. Ist die Brilcks
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X10~X11 nicht gesetzt, wird sus der mit "M1" und "Takt" ange-
steuerten Schiebekette sus 2 D-FF das "WAIT"-Signal abgelei-
tet und disjunktiv auf den Pus geschaltet.

Die Lildung des "RDY"-Signels wird bei den ROM-Speichern vom

Datenausgang der Speicherchips atgeleitet. Das hat den Vorteil

daf das "RDY"-Signel neben der Aufrufbestitigung der Steck—
ginhelt eine Aussage iiber das hardwsremifige Vorhsndensein
des angesprochenen ROM-Sneicherchips mit beinheltet. Ausge~
wertet wird, ob die Datenleitungen einen gilltigen Logikpegel
besitzen oder ob der hochohmige "Tri-stete"-Zustend vorliegt.
Dazun reicht es aus, wenn ein Datenbit durch die Auswerte-
schaltung mit dem Komparatorbaustein AS10 bewertet wird.

Lisgt der hochohmige Zustend vor, werden die Spennungspegel
an den zwei Eingdngen des Komperetors durch die zwei Span-
nungeteiler eo eingestellt, daB am Komparstorausgang, und
damit fiir RDY, ein Nullsignel entsteht. Bei "Low"- oder
"High"=Potential auf der Datenleitung werden die Potentiale
an den Spannungsteilern Uiber die zwei Eingengsdioden so ver-
indert, daB der nichtnegierende Eingang des Komparators ge-
geniiber dem negierenden eine positive Spannung annimmt. Der
Bausteineusgeng schaltet dabei auf "High"-Potentis}. Dieses
Signal wird disjunktiv els RDY euf den Bus gelegt.

Elne in die Schaltung einbezogene gesteusrte Open-Kollektor-
Baustufe beschleunigt beim Ubergang der Datenleitung in den
hochohmigen Zustend die Umladung der Kepazitéten und verbes-
sert somit das dynemische Verhalten des Signsls RDY,

Zur Durchschaltung der Prioritdtenketten suf dem Bus des X
1520 werden dis Klemmen IEI, IEO0, IEI1, ‘IEOQ1 und BAT,
BAO auf der Steckeinheilt jeweils miteinander gebriickt.

Zur Abblockung von kurz- und langzeitigen Stdrungen suf den
Betriebsspannungen 5P, 5N und 12P sind (in der Leitungsfiih-
rung verteilt) Stlitz= und Sieb-Kondensatoren engeordnet,

( Pa 1.12.517011.0/61
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Zugriffezedit:
. Betriebsarten:

Operativ-/Festwertspeicher OFS K 3620

4.1,
Kurzcharakteriastik

Der kombinierte Schreib-Lese-Speicher (Operstivspeicher) und

programmisrbare Festwertspeicher OFS K 3620 dient der Spei- Detenerhalt:
cherung von varisblen sowie Festdaten innerhalb des Halblei-
terspeichers K 152 0, Dieser Speichermodul ermdglicht in der
Kombination mit den snderen Speichermoduln eine Flexibilitdt
in der Zupammensetzung der Halbleiterspeicher und realisiert
tkonomisch kleine Speicher. Der OFS K 3620 wird durch den
Steckeinheitentyp 012=7031 mit indirektem bzw. 012-7036 mit
direktem Steckverbinder realisiert und beinhaltet einen 2K
Byte groBen statischen Halblelterspeicher (nMOS-RAM) und
einen 6X Byte groBen programmierbaren PFestwertspeicher (EPROM)
mit den zur Entkopplung, Auswahl und Ansteuerung erforderli-
chen bipolaren Schaltkreisen.

Stromversorgung:

Die EPROM-Schaltkreise sind iiber 24polige DIL-Steckfassungen
auf der Steckeinheilt kontektiert.

Das Beschreiben der EPROM-=Schaltkreise erfolgt suBerhalb der
Steckeinheit auf einem EPROM-Progremmiergerit. Fine Anderung
der ROM- Leseinformation ist jederzeit durch Austeusch oder
Umprogrammierung der PROM-Schaltkreise mdglich,

4.2,
Spezifische technische Daten

2KByte statischer RAM

(Anordnung von 2x8 Speicherchips)
6K Byte: EPROM

(Anordnung von 6 Speicherchips)
Speicherschaltkreistypen: Q240

1K x 1 Bit; nMOS

Q260

"K z 8 Bit; nMOS

Speicherkapazitdt

24 1.12.517011.0/61

Z 530 ns

Abgeschlossens Zyklen "Lesen" oder
"Schreiben™ in beliebiger Reihen-
folge beim RAM und "Lesen" beim
EPROM,

(Progremmieren oder LSschen der
EPROM ist nur extern mit Program-
miergerdt mSglich).
Energieunabhingige De tenspeicherung
bei ROM-Speicher,

RAM-Informetion geht bei Abschal-
tung der Betriebsspannung verlo-
ren. Ein Detenerhslt ist méglich,
wenn im Ruhezustend des Speichers
eine Spannung (Schlafepannung)
von aufien Uber Klemme 5PG zuge-
?uhrt wird. Die Spannung muB

= 2 V sein.

5P =5V + 5%, typ. 0,7 A

fér ROM-Speicher, Steuerelektro=
nik und Pufferschelikreise

5PC = 5 V + 5%, typ. 0,5 A

(bedi 2 Vv Zchlefspennung etwa

0,3 A)

fir RAM-Speicherschaltkreise

SN = -5V + 5 %, typ. 0,2 A

12P = 12 V £+ 5 %, typ. 0,3 A

Es ist dafiir zu sorgen, daB die
Spennung 5N nicht spdter als 10 ms
nach Zuschaltung von 5P bzw. 12P
ihren Kennwert erreicht und héch-
gtens 10 ms vor Wegfell der SP
bzw. 12F abschaltet,
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4e36

o esunlarng, Ak Sacke e aus der stellenrichtigen Subtraktion
der eingegebenen Steckeinheitenadreoasme
PRy von der angelegten Adresse AB12 2100 AB15,
S iremientslder Saz 84 o oG HHALE AB10, AB11, AB12K - duswshl siner der 8 1K-Bldcke dar STE
(Chipeuswahl)
AB13K ... AB15K = Aduswehl der Steckednhelt, wenn alle 3

Signale Nullpotential besitzen,

OFS5 -K 3620

B et + Buordnung des AdreSbereiche der Steckeinheit:
5 £ x50 Uber 4 Wickelbriicken bzw, 4 Schalter X10:1 von by X1 gue A
ggg oy wird dem Speichermodul sin wdhlbarer gusammenhiingender Adref-
352 A10:5X11:5 barsich von BK Adrvessen zugaordne t,
A10X11 i I
Das FProgrammierfeld erhdlt in LinBrer Verachlieselung die An-

fangeadrense des gewlnschien adredbersichee. Diese Adresse ist
ein genseshliges Vielfachew von 4K,

Egggggbelle:

_1 Smm??mdgr ﬂ Hcckﬁqgmm’cr J_ aisdadie o

. 7 Wickelbrlicken
Abb, 6 JAdreStursich | Z10:4-X1154 | Z1053-X1123 | X10:2-X901 2] K101 1-X11 1
. OC00=1FEP o =
Die Programmierfelder bestehen aus Wickelstiftpaaren oder G - o
Mikroschaltern. Im ersteren Fall erfolgt die Programmierung, 2000_3FFF = = - Hrilcke
indem Wickelstiftpsare nach der Wickeltechnik miteinander e 3 = Brlcke -
bunden werden a5 7 T Briicke Briicke
il G o 4000~5FFF [ - Briicke - z
4.3.2. b8 ! , i '
Adressenzuocrdnung EOOO-FPFF Briicke Brlicke el ¢
tet: o i
Die 16 AdreBsignele werden im Speicher wie folgt bewerte Bei Schalterbestiickung entspricht "Briicke™® dem geschlessenen
ABO ... AB9 - interne Chipadressierung Schalter,

- Umkodierung in Abhingigkeit von der im
Programmierfeld K10:1 .o 4 = X1131 00 4
Pixierten Adresse. Die im Speicher wirke-
same Adresse AB12K ... AB15K ergibt sich

AB12 o4 AB15

56 1.12.517011.0/61
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4.3.3.
Vertauschung der RAM/ROM-Bereiche

Um eine gute Flexibilitdt in der Gestaltung der RAM- und ROM-
Bereiche im Gesamtspeicher K 1520 zu gewdhrleisten, kdnnen die
RAM/ROM-Bereiche des Speichermoduls adressenmdBig gespiegelt
werden, Die Speicherfolge wird mit Kodierbriicke X10:6-X11:6

festgelegte

X10:6-%X11:6 | adregsenmidBige Speicherfolge
- 2 K RAM, 6K ROM
Briicke 6K ROM, 2K RAM

Bei Schalterbestiickung entspricht "Briicke" dem geschlossenen
Schelter.
Es ist die unterschiedliche relative Adresse der ROM-Elemente

zu beachten,

403'4-
Plezierung der ROM-Elemente auf der Steckeinheit

Die programmierten ROM-Elemente werden Uber DIL-Steckfessun-
gen auf der Steckeinheit kontaktiert.

Die sinzelnen Steckpldtze reprédsentieren die im folgenden
Schema dargestellten relativen AdreBbereiche der Steckeinheit
(bezogen suf die progremnierte Steckeinheiten-Anfangsadresse),
Die AdreBbereiche unterscheiden sich in Abhiingipkeit von der
Belegung der Wickelbriicke X10:6-X11:6 (Reihenfolge der RAM/

ROM~-Speicher).

Die in Klemmern dargestellten Adressen gelten fiir die Spei=
cherfolge 6K ROM, 2K RAM (X10:6-X11:6 gebriickt).

28 1.12.517¢11.0/61

7000 - 1FFF
(0000 - O3FF)

7800 - 7BFF
(0%00 - 07FF)

Pt oo =

7400 - {75}
(o0 - 45)

]

7009 - 73EF
(3860 - G2y

—

0000 - OFFF
(7000 - 73FF)

&bh, T

4.3.5

Im Speichermodul wirk-

MEMDI

same Sperrgignale

(X1:B09)

I

MEMDI1 (X2:A21) -
MEMDI2 (X2:B21) -

:Briicke

-

Wickelbriicken

_|X631-X7:1 | X612-X7:3| X6:3-X7:3

| Briicke -

X

Briicke

Bei Schalterbestlickung entspricht "Briicke" dem geschlossenen

Schalter.
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4' 3. 65
"WAIT"~Generierung

Von den dynamischen Daten der aufgerufenen Speicherschali-
kreise héngt es ab, ob wihrend eines Befehlslesezyklus oder
wihrend eines jeden Speicherzyklus (Befehlslesezyklus sowie
Schreib-Lese=Zyklus) im K 1520 eine Zeitverldngerung iiber
"WAIL" vorgenommen werden muB, oder ob prinzipiell kein
"WAIT"=Zyklus erforderlich ist,
Durch die konkrete Bestlickung der BLP ist bereits vorgegeben,
#ie dle Einstellung erfolgen muB,
Flir den allgemeinen Anwendungsfall kenn die Einstellung wie
folgt vorgenommen werden:

Generierung von "WAIT": Briicke

X10:5 = X11:5 offen
Unterdriickung der "WAIT"-Bildung:

Briicke X10:5 = X19:5 geschlossen
"WAIT"=Generierung erfolgt nur wihrend eineg Befehlslese-
zyklus (M1): '

Bricke X31 - X32 geschlossen
"WAIT-Generlerung erfolgt wihrend eines jeden Speicherzylk-
luss Briicke X30:X31 geschlossen

4‘? 3.‘7!'
Betriebsgpannungszufithrung 5PG

Normalerweisa werden die RAM-Speicherbausteine iiber den Be=
triebsspannungesanachlup 5PC vergorgt. In Sonderfdllen, wo
die Anschliisss 5PG auf dem Bus nicht belegt sind, kann 5PG

gteckeinheitenseitigz durch Briickung der Wickelstifte X12-%13
mit 5P verbunden werden.

‘30 1012, 517011, 0/61

4.4,
Funktionsbeschreibung

4odale

Verwanéungszweck

Der OFS K 3620 wird im Mikrorechner K 1520 als kombinierter
Operativepeicher (statischer Schreib-Lese-Speicher) und pro-

grammierbarer Festwertspeicher (WNur-Lese-Speicher) eingesetzts,
YGelboe

Funktion

Dis Steckeinheit beinhaltet die Funktionsgruppen Speichermetrix,
Ein- und Ausgabepuffer und Auswahl-~ und Steusrslektronik.

Die Wirkungswelse der Schaltung ist im Blockschaltbild

Abhe IX/B dargelegt.

Die Speichermatrix besteht sue 2 Gruppen zu Je 8 RAM=Speicher-
chipe Q240 und aus 6 EPROM-Speichesrchips (260, Die ROM-Baustei-
ne #2ind suewechselber muf DIL-Steckfassungen gesetnt.

]

5 der Spelchermodul K 3520 eine Kombinetion der speichsrabge=
riiotn tan Moduln X 3520 und K 3820 derstellt, sind auch die
Sekel tungsdetails prektisch ideniiseh,so ded suf die Beachreiw
tungen Ger beiden Moduln 2.4.2. und 2.4.2, verwiesen werden
kanx,

Eine modulspezifische Losung stellt die Adressenumschliisselung
und die RDY-Bildung dar.

Zur Adressenumschlilsselung wird wie beim K 3820 ein Adderbau-
stein PS83 in dort beschriebenser Art und Weise eingeseizt.
Entsprechend der vorliegenden Speichergrfe werden hisxr 3
ungeschliisselte AdreBbits AB13K ... AB15K zur Blockeinheiten-
auswehl herangezogen. Um eine wehlweise Adresgenspiegelung
vornebmen zu konnen, werden die AdrsfAbits AB10, AB11 und das
ungeachlilsselte Adrefbit AB12K dem 1 sus 8-Dekoder-RBsustein
SEQO5 zur Bildung der Ta§;Signale iber Exklusiv-0der-Baustufen
(PS86) zugefilhrt., Diese Baustufen negieren die AdreRbits,
wenn die Wickelbrlicke X10:6-X11:6 geschlossen ist, Diese Ne-
gotion vewirkt, deB bei sufwdrtszihlender Adresse die CB-
Signsle in abfallender Nummernfolge aktiviert werden. Bei
offener Briicke iet diese Mummernfolgs smteigend,.
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Diese SchaltungemaBnehme ergibt eine wahlweise Vertauschbar-
keit der RAM/ROM-Bereiche des Speichermoduls,

Das RDY-Signel wird fiir die RAM=- und ROM-Speicher unter-
schiedlich gebildet. Beim RAM-Speicher wird das Signal von
den E-Signalen fiir die zwei 1E-RAM-Speicherbl8cke abge-
leitet, wibhrend flir den ROM-Speicher wie beim K 3820 ein Da-
tenbit des Speicherasusgengs ausgewertet wird. Alle Bildungs-
komponenten des Signals werden disjunktiv zum RDY-Signel ver-
kniipft und eauf den Bus gelegt.

Durch die hier geganu‘bef K 3820 vorgenommene Verteuschung der
zwel Fingdnge des Komparestorbeusteins erreicht men ein

neglertes Auswertesignel em Bsusteinausgeng, so daf die

disjunktive Verkniipfung leicht vorgenommen werden kann.
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Pkt. 2.3.4 folgenden Text streichen: 3

Pkt. 4,3.6 folgenden Text streichen:
Briicke X 31 - X 32 geschlossen

"WAIT" Generierung erfolgt wihrend eines jeden
Speicherzyklus

Briicke X 30 : X 31 geschlossen

Briicke X 31 : X 32 geschlossen

"WAIT" Generierung erfolgt wihrend eines jeden
Speicherzyklus

Briicke X 30 : X 31 geschlossen
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